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гнічування зразків В. Дійсно, досліджувані багатошарові структури однодо-
менні в кожному шарі і перемагнічуються шляхом однорідного обертання
намагніченості в шарах. Відомо, що при намагніченні феромагнетиків за ра-
хунок процесів однорідного обертання намагніченості істотно знижується
амплітудна дисперсія шумів Баркгаузена і їх загальний рівень. Крім того,
швидкість перемагнічування в цьому випадку на 3–5 порядків вище, ніж при
зсуві доменних стінок.

Вивчена ефективність передачі магнітного потоку магнітопроводів B в
діапазоні частот fв≈0,1–50МГц. Визначена щільність розподілу СБ по полю і
їх амплітудні значення. Показано, що існують технологічні режими отриман-
ня магнітопроводів, при яких досягаються їх оптимальні характеристики: ни-
зький поріг чутливості; повна відсутність або дуже низький рівень магнітних
шумів.
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полосковых образцов, моделирующих микромагнитопроводы // Сб. трудов 18 Международной
школы-семинара «НМММ-18», г.Москва, 2002г.
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СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И ОТДЕЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА TI-ZR-NI КВАЗИКРИСТАЛЛОВ

В качестве исследуемых образцов использовались квазикристалличе-
ские ленты состава Ti41.5Zr41.5Ni17 толщиной 20-40 мкм, полученные методом
скоростной закалки на вращающемся медном барабане.

Согласно результатам рентгеноструктурного анализа образцы являются
однофазными и состоят из i – Ti41.5Zr41.5Ni17 квазикристаллической фазы с со-
вершенной структурой.

Величина параметра квазикристалличности (периода квазирешетки),

вычисляемая по формуле:
21sin4 
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MNaq , составляла для данных образцов

0,52030…0,52065 нм.
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Теплофизические свойства икосаэдрической фазы исследовались на
дифрактометре ДРОН – 2 с использованием низкотемпературной камеры в
интервале температур 77 – 293 К.

Из угла наклона графиков (рисунок) линейный коэффициент теплового
расширения составляет от 5∙10-6 до 7,5∙10-6 К-1 с ошибкой ±0,5∙10 -6 К-1. Для
разных образцов одного и того же состава разброс в значениях может быть
обусловлен разным совершенством структуры и плотности фазонных дефек-
тов. Температура Дебая по оценке с учетом приведенной массы 62,1∙1,66·10-

27 кг составляет от 230 до 290 ±10 К.
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ЗАСТОСУВАННЯ СИЛІЦИДА МЕТАЛА ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ
БАЗОВИХ КОМІРОК З БАР’ЄРОМ ШОТТКІ КРЕМНІЄВИХ
ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ТИПУ «ФОТОВОЛЬТ»

Напруга холостого ходу UХХ серійних зразків вітчизняних монокрис-
талічних кремнієвих фотоелектричних перетворювачів (Si-ФЕП) сонячної
енергії космічного призначення з горизонтальним p-n-переходом, розташова-
ним перпендикулярно до падаючого світла, при 25 °С і опроміненні заатмос-
ферним сонячним світлом (режим АМ0) не перевищує 635 мВ, що є однією з
причин, котра обмежує їх ККД на рівні 14 %. Крім того, суттєва складова ва-
ртості таких приладів обумовлена використанням складної фотолітографіч-
ної технології для виготовлення гребінчастого струмозбирального електроду
з боку освітлюваної поверхні Si-ФЕП.
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Рисунок - Зависимость параметра квазикристалличности аq от температуры


